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Lista da aula 8

Questao 1: Um determinado processo CVD ¢ limitado por reacdo a 700°C e a energia de ativagao ¢ 2eV. A essa
temperatura a taxa de deposi¢do ¢ 100 nm/min. Que valor de taxa de deposicao vocé estimaria se 0 processo
ocorresse a 800°C? Se a taxa de deposi¢do obtida para o processo a a 800°C fosse muito menor do que o
esperado, qual seria a sua conclusdao? Como vocé poderia provar sua conclusao?

Questao 2: Uma etapa de recozimento muito utilizado para reduzir a taxa de corrosdao do SiO2 € o processo de
densificacdo (densification step). A densificacdo ¢ feita em geral entre 900°C e 1000°C. No entanto, essa etapa
normalmente nao ¢ feita para filmes PECVD embora estes se beneficiem da densificagdo. Explique porque essa
etapa ndo ¢ utilizada regularmente para esses filmes.



